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1. 緒言 シリコン中の Ga はボロンに比べて固溶度が低く偏析係数が大きいという性質を有し，

Fe-Ga など Ga を構成元素とする複合体欠陥の存在が懸念されるため，本報告では Ga ドープシリ

コン基板 PERC(Ga-PERC)のセル特性について Ga 濃度の影響を調査したので報告する． 

2. 実験方法 今回用いた Ga ドープ基板は径方向に 0.1~0.2 ･cm の比抵抗分布を持つため，基板

の中心付近の比抵抗の最小値を代表値とした． Ga-PERCセルの特性評価後（I-V特性，量子効率），

電極，窒化膜，拡散層などを除去し，基板比抵抗を測定した． 

3. 結果と考察 Fig. 1 は今回作製した Ga-PERC セルの開放電圧 Vocと基板比抵抗の関係である．

Fig. 1 において黒丸はセル作製直後，白丸は 7 日以上経過してから再測定した結果である．Fig. 1

に示すように Vocは経時劣化しており，基板比抵抗が低い，すなわち Ga 濃度が高いほど劣化の進

行が大きいことが分かった（●から〇への低下）．この劣化はダークアニールによって回復するが

数十分程度の時間スケールでもとの劣化状態に戻ることも分かっている．Fig. 2 は●のセル作製直

後の I-V 測定前後で内部量子効率スペクトルを観測したときの波長 950nm の内部量子効率の減少

率（I-V 測定後／I-V 測定前）である．基板比抵抗が低いほど減少率が大きくなるという特異な振

る舞いが観測された．この原因として I-V 測定のときのソーラーシミュレータの光照射に起因す

ることが挙げられる．これらの結果は温度や光に影響を受ける Ga 起因の再結合中心の存在を示唆

するものである． 
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Fig. 1. Voc versus bulk resistivity of Ga-PERC cells. 
Fig. 2. IQE reduction raio at 950nm wavelength by 

the I-V measurements. 

Bulk resistivity ( cm)

0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65

1.00

0.94

0.91

0.85

IQ
E

 r
e
d
u
c
tio

n
 r

a
tio

a
t 
w

a
ve

le
n
g
th

 9
5
0
n
m 0.97

0.88

第68回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2021 オンライン開催)17p-Z29-9 

© 2021年 応用物理学会 14-027 16.3


